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(57) Abstract: Disclosed is a structuring method, among other things. According to said method, a filling material (22) having a 
Jf2 T-shaped cross section is used as a structuring mask in order to create structures with sublithographic dimensions, particularly a 
z»v double-fin field effect transistor. 

(57) Zusammenfassung: Erlautert wild unter anderem ein Verfahren zum Strukturieren, bei dem ein Fullmaterial (22) mit T-fbr- 
migem Querschnitt als Maske beim Strukturieren verwendet wird, urn Strukturen mit sublithografischen Abmessungen zu erzeugen, 
insbesondere einen Doppel-Finnen-Feldeffekttransistor. 
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